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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年9月8日(2016.9.8)

【公表番号】特表2015-527738(P2015-527738A)
【公表日】平成27年9月17日(2015.9.17)
【年通号数】公開・登録公報2015-058
【出願番号】特願2015-524495(P2015-524495)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/183    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/50     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ    5/14     　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/183    　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/343    　　　　
   Ｈ０１Ｓ    5/50     ６１０　
   Ｇ０２Ｆ    1/01     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月20日(2016.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心波長を有する放出波長帯にわたって、前記波長帯にわたる出力パワースペクトルと
平均放出パワーでチューナブル放射を放出するチューナブルレーザであって、
　第１および第２のミラーを含む光共振器と、
　前記第１および第２のミラー間に介在し、少なくとも１つの量子井戸を備える量子井戸
ゲイン領域と、
　同調領域と、
　前記同調領域の光路長の調節手段と
　を備え、
　前記光共振器の自由スペクトル領域（ＦＳＲ）が前記中心波長の５％を超え、
　前記チューナブルレーザが前記波長帯にわたって略単一縦横モードで動作し、
　前記光路長の調節手段が約１ｋＨｚ超の６ｄＢ帯域幅の波長同調周波数応答を有し、
　前記少なくとも１つの量子井戸のそれぞれが前記光共振器の光定常波パターンのピーク
とほぼ位置合わせされる、
　チューナブルレーザ。
【請求項２】
　前記量子井戸ゲイン領域が圧縮歪み材料の少なくとも１つの量子井戸を備える、
　請求項１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの量子井戸がＡｌＩｎＧａＡｓから成る、
　請求項２に記載のチューナブルレーザ。
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【請求項４】
　前記量子井戸ゲイン領域が圧縮歪みＡｌＩｎＧａＡｓのまさに３つの量子井戸を備える
、
　請求項１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項５】
　前記量子井戸ゲイン領域がＧａＩｎＮＡｓの少なくとも１つの量子井戸を備える、
　請求項１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項６】
　前記チューナブルレーザが光ポンピングされ、前記少なくとも１つの量子井戸のそれぞ
れが別個の共振器内光定常波ピークに配置される、
　請求項１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項７】
　前記チューナブルレーザが光ポンピングされ、３つの前記量子井戸すべてが単独の光定
常波ピークにほぼ位置合わせされる、
　請求項４に記載のチューナブルレーザ。
【請求項８】
　前記チューナブルレーザが１４０～１７０ｎｍの範囲のＦＳＲを有する、
　請求項７に記載のチューナブルレーザ。
【請求項９】
　前記量子井戸が２つの量子閉込状態を有する、
　請求項７に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１０】
　前記中心波長の範囲が７００～１１００ｎｍである、
　請求項１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの量子井戸が圧縮歪みＩｎＧａＡｓから成る、
　請求項１０に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの量子井戸が、ＩｎＧａＡｓ、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａ
Ｐ、ＡｌＩｎＧａＡｓ、およびＩｎＧａＡｓＰから成る化合物群から選択される少なくと
も１つである、
　請求項１０に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１３】
　前記量子井戸ゲイン領域が丁度３つの量子井戸を備える、
　請求項１１に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１４】
　前記丁度３つの量子井戸が少なくとも２つの閉込量子状態を備える、
　請求項１３に記載のチューナブルレーザ。
【請求項１５】
　前記ＩｎＧａＡｓ量子井戸が、引張り歪みＧａＡｓＰの少なくとも１つの障壁を有する
、
　請求項１１に記載のチューナブルレーザ。
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